
行业标准《电子级三氯氢硅的化学气相沉积评价方法》（讨论稿）编制说明
一、工作简况
1、项目背景和立项意义
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]近年来随着国内极大规模集成电路产业的发展，电子级三氯氢硅作为微电子、光电子元件制造过程中不可或缺的重要材料，符合国家商务部2016年发布的《鼓励进口技术和产品目录》。其中明确“半导体、光电子元件、新型电子元件等电子产品用材料制造”为国家鼓励发展的重点行业，行业序号为C30。《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019年版）》（工信部原﹝2019﹞254号）第129项也明确提及三氯氢硅。
电子级三氯氢硅主要用于高纯电子级多晶硅的生产，制备电子级二氯二氢硅，集成电路制造工艺中化学气相沉积的硅源。
由于电子级三氯氢硅纯度极高，可达9N-11N，通常是检测其中的杂质元素和其他组份后，计算其纯度，电子级三氯氢硅中的杂质元素分为影响后期产品质量的深能级金属元素和施受主杂质（即三五族元素）。深能级金属元素采用酸消解后用ICP-MS仪器检测，三五族元素因含量极低，采用酸消解ICP-MS检测时样品极易受到污染，且ICP-MS设备检出限也无法满足产品技术指标要求。国外电子级三氯氢硅产品还规定了电阻率指标，而对于液体或气体三氯氢硅是无法检测的。目前国外评价电子级三氯氢硅的方法为采用化学气相沉积法将三氯氢硅还原成多晶硅或在单晶硅片上生长一层外延层后检测其电阻率和三五族杂质，而国内没有检测电子级三氯氢硅产品电阻率指标的方法，无法与国外产品对标，很不利于电子级三氯氢硅在国内的推广应用。
因此需要建立一个适用于国内电子级三氯氢硅产品的质量评价方法标准，作为国内电子级三氯氢硅生产企业和下游客户对电子级三氯氢硅质量监控的手段，以提高电子级三氯氢硅的产品质量，为国产电子级三氯氢硅的生产、销售、采购及使用提供质量评价方法，同时采用此方法评价电子级多晶硅生产用的电子级三氯氢硅原料，可以实现电子级多晶硅还原工序的稳定供料，提高高纯电子级多晶硅的产出。本标准实施后对促进我国极大规模集成电路产业发展具有重要的意义。
2、任务来源
2020年3月，根据《工业和信息化部办公厅关于印发2022年第一批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函〔2022〕94号
）的要求，由青海黄河上游水电开发有限责任公司新能源分公司负责《电子级三氯氢硅的化学气相沉积评价方法》，计划编号为2022-0080T-YS，项目周期为24个月。
3、项目承担单位概况
青海黄河上游水电开发有限责任公司新能源分公司为青海黄河上游水电开发有限责任公司的内部核算单位，负责电子级多晶硅项目的生产运营、市场销售及技术研发管理，目前公司已建成年产3300吨电子级多晶硅的改良西门子法工艺生产线，我公司已被工信部列入2018年工业强基工程存储器“一条龙”应用计划项目特种气体和晶体硅材料生产示范企业。我公司实验室（青海芯测科技有限公司）为CNAS和CMA认可实验室，实验室总建筑面积1543平方米，实验室由公共服务区和10个功能实验室组成，实验室严格按照SEMI标准设计，按照ISO 4、ISO 5、ISO 8级标准建设了10个洁净检测室。具有多种先进的多晶硅产品测试手段和检测能力，积累了丰富的生产和研究经验，设备力量雄厚，测试经验丰富，具备标准起草工作的实验条件和能力。
4、主要工作过程
任务下达后，为顺利完成该项工作，2022年6月青海芯测科技有限公司成立了专门的标准编制小组，明确了工作指导思想，制定了工作原则、任务分工和试验计划。
标准编制组通过收集、整理国内外相关技术资料，为标准修订提供技术参考和支撑。同时，组织专业技术人员进行测试方法的试验。在调研和试验工作的基础上，编制组拟定了该标准所涉及的适用范围、主要修订内容，于2023年4月完成本标准讨论稿的编写工作。
二、标准编制原则和标准主要内容
1、编制依据
1) 本标准编制主要依据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 20001.6-2015《标准编写规则 第6部分：规程标准》的原则进行起草。
2) 规定了用化学气相沉积法制备电子级三氯氢硅的评价样棒，以及将评价样棒拉制成单晶并通过低温红外光谱法或光致发光光谱法对拉制好的单晶硅棒进行分析以确定电子级三氯氢硅的导电类型、电阻率、碳、施主和受主杂质含量的方法。
3）适用于多晶硅生产和硅外延用高纯三氯氢硅的质量评价。
2、确定标准主要内容的依据
本标准根据电子级三氯氢硅生产的实际检测需求，建立一个适用于国内电子级三氯氢硅产品的质量评价方法标准，作为国内电子级三氯氢硅生产企业和下游客户对电子级三氯氢硅质量监控的手段，以提高电子级三氯氢硅的产品质量，为国产电子级三氯氢硅的生产、销售、采购及使用提供质量评价方法，同时采用此方法评价电子级多晶硅生产用的电子级三氯氢硅原料，可以实现电子级多晶硅还原工序的稳定供料，提高高纯电子级多晶硅的产出。本标准适用于多晶硅生产和硅外延用高纯三氯氢硅的质量评价。包括用化学气相沉积法制备电子级三氯氢硅的评价样棒，以及将评价样棒拉制成单晶并通过低温红外光谱法或光致发光光谱法对拉制好的单晶硅棒进行分析以确定电子级三氯氢硅的导电类型、电阻率、碳、施主和受主杂质含量的方法，主要内容包括：
1）干扰因素；
2）设备；
3）评价棒的生长；
4）取样；
5）单晶的制备及检测；
6）结合各单位的实际使用情况对标准的技术内容进行广泛征集意见，进行适当修改。
三、标准中涉及专利的情况
    本标准的某些内容可能涉及专利，标准编制单位不承担识别专利的责任。
四、与我国有关的现行法律、法规和相关强制性标准的关系
无
五、重大分歧意见的处理经过和依据。
无
六、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议
建议本标准作为推荐性国家标准发布实施。
七、其他需要说明的事项
无                             
[bookmark: OLE_LINK4]                                     标准编制组
[bookmark: _GoBack]                                 2023年4月


1

